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Реферат:
1. Запропоновано механізм, який пояснює комплекс властивостей світлочутливої системи халькогенідний
склоподібний напівпровідник (ХСН) - метал. Показано, що її властивості обумовлює потенціальний бар'єр на
границі ХСН - метал, який має гальванічну та електронну складові. Освітлення системи зменшує електронну
складову. Це значно збільшує дифузійний потік іонів металу з металу до ХСН. Зміна електронної складової
визначається фотоелектричними процесами у ХСН. Вона дає джерело дифузії іонів до ХСН, залежне від
світла. Розв'язок рівняння дифузії з цим джерелом приводить до виразів, які пояснюють комплекс
властивостей світлочутливої системи. Показано, що індукційний період кінетики проникнення металу до
ХСН обумовлений залежністю коефіцієнта дифузії металу в ХСН від його концентрації. Показано, що
залежність світлочутливості системи від товщини шару металу, від сторони освітлення та вигляд останнього
періоду кінетики обумовлені скінченністю товщини шарів системи. Проведено застосування створеного
механізму до вивчення процесу запису голографічної дифракційної ґратки.



2. The mechanism is offered, which explains complex of properties of light sensitive chalcogenide glassy
semiconductor - metal system. It is shown that its properties are caused by potential barrier on the
semiconductor - metal border, which one has galvanic and electronic components. Illumination of the system
reduces its electronic component.It considerably augments diffusive flow of metal ions from metal into
semiconductor. The change of electronic component is determined by photoelectric processes in the
semiconductor. It gives source for ions diffusion into semiconductor which dependent on light. The solution of
diffusion equation with this source results in expressions, which one explains complex of properties of the light
sensitive system. It is shown, that induction period of infiltration kinetics of metal into semiconductor is
conditioned by dependence of metal diffusion coefficient in semiconductor from its concentration. It is shown,
that dependence of the system light sensitivity from metal thickness, from side of illumination and view of last
period of kinetics are conditioned by finiteness of the system layer thickness. Application of the built mechanism
to analysis of recording process of holographic diffraction grating is conducted.
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